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Abstract
Two host crystals,named A and B respectively,Mァere grown by the modified Piper
method and the specimens cut out of these crystals were fired in a zinc or selenium
vapor,annealed in a 2inc liquid or zinc vapor, or fired in a barium selenide vapor
Measurements are made on photOluminescence spectra of these specimens These
firings or annealing produce many e■lission bands FrOm the results of the
tempαature dependence and the eff∝ts of these iritags on many emission bands,
lattice defects related to thtte ennission bands are discussed
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の報告 を導 入 した 不 純 物 に よ り分類すると,H
族の Cu2～働 ゃMn10七Ⅲ 族 あ るい はⅥI族の 不 純
物
5～ lヽI-14,力),v族の Pい)や Ntt I族の Liりゃ Na111分
などがある。特に最近では,D」Dunstanら分ゃK M Lce10



















































Fitter            Lockin Amp
Measurement system of emission spectrum














帯である。 未処理の試料では, 2 61eV, 2 30 eV,と










に,近赤外領域には,1.43 eVと1 29eVにピー クを持
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Fig. 2 Photolttminescence spectra of the A series at 25K
(a)PhOtOluminescence sPcctra of the as‐grown specinens.
The solid line represents the photol■■li e cence spectra of the A series and the broken line
those of the C series.
(b)PhOtOlum?escence spectra of the Z■‐trea ed specimens.
(d)PhOtOluminescence spectra of the Se‐tr a ed specimens.
(d)PhOtOluntinescence spectra of the Zn Yapor and liquid anncaled speci:nens,
The solid line representt the photolulninescence spectra of the Zn VapOr annealed specil■ns
and the broken line thosc of the Zn liquid an■ealeo speCimens.
は,1.99 eVと1.44 eVにピークを持つ発光帯が生じ,こ
れらの25°Kでの半値幅は,それぞれ0.22 eVと0.29 eV
である。 また, Zn蒸気中でのアニールは, 2.61 eV,
2.34 eVと1.97 eVにピークを持つ発光帯を生じる。216
eV発光帯の半値幅は,発光強度が弱く正確には決定でき








Fig.3 Temperature dependence of the as



















































Fig.6  Photoluminescence spectra of  Se‐
treated specimens in the A series at
25 K and 85 K.
The sOlid line and the broken line
represent photol■minescence spectra at
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Fig. 4 Temperature dependence of the
emるsion intensities of the 2.30eV band
and the 2.61eV band produced by the as
grown specimens in the A series.
Circles and triangles represent the
temperature dependen ce of the
emission  intensities of the 2.30 eV





Fig.5  Temperature dependence  Of the
photolulninescence spectra of th  Z ‐
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Fig.7 Photoluminttcence spectra of the Z■
liquid annealed specimens in the A
seri(潟at 25 K and 85 K.
The solid hne and the broken line
represent photoluminescence spectra at




Fig.8  Temperature  depen den ce  of
photoluHninescence spectra of the Zn








帯は,温度上昇とともに 発光強度は 減少し,ピー ク
エネルギーは 変化しない。1 97eV発光帯も,2 61eV
発光帯と同様に 60°Kで ほとんど 温度消光する。
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Fig.9  Temperature dependencc of the
emission intensities of`the 2.34eV band
and the l.96eV band produced by the Zn
vapor annealed sPccimens in the A
series.
Circles and triangles represent the
e■lission intensities of the 2.34eV band
and the l,96eV band respectively.




光スペクトルを示す。2 54eV,2.23 eVと1 98eVにピ
ークを持つ発光帯が生じる。2 54 eVと1 98eV発光帯の
半値幅は,それらの発光強度が弱いため,正確には決定
できないが,2 23eV発光帯の半値幅は 0.19 eVである。
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Fig.10 Photoluminescence spectra of the B series at 25 K.
(a)PhOtOluminescence spectra of the as‐grOwn specimens in the B series.
The so■d line and the broken line represent phOtOlurninescence spectra of two different
specimens in the B series.
(b)PhOt01uminescence spectra of the Zn‐tr a ed specimens in the B series.
The so?d line and the broken line represent phOtOluminescence spectra of two different
specimens in the B serics fired in a Zn vapor at 1050°c.
(C)PhOtOluminescence spectra of the Se‐任eated specim ns in the B series.
The sold line and the brOken line represent photoluminescence spectra of the specimens
fired in a Se vapor at 950°c and l1011c respectively.
(d)PhOtOluminescence spectra of the specimens ared in a vapor Of BaSe.
25°Kにおける 2 26eVと1.97 eV発光帯の半値幅は,
0 29ёVとo21eVである。また点線で示される発光スペク
ト,レにおし】ては,2 70eV,2 20eV,2i00 eVと1 43eVに
ピークを持つ発光帯が生じる。2 20eVと2 00eV発光帯
は 互いに重なり合っているので,それらの半値幅は,
正確には 決定できない。2 70eVと1 43eV発光帯の半






理の場合には,2 20eV,1,95 eV,1 49eVと1 29eV付
近にピークを持つ発光帯が生じる。これらの発光帯の半
値幅は,それぞれ0 19eV,o.20 eV,0.17 eVとo13eV
である。1100°CのSe処理の場合には,1 95eV発光帯に









Fig。1l Temperature  dependen ce  of
photollminescence  spectra  of  the
specimens fired in a vapor of BaSe.
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リー ズの未処理の試料で生じる 2 30 eV発光帯は,
Zn処理あるいはZn蒸気中でのアニールした試料で生じ
る2 34eV発光帯と非常に近いピークエネルギーとほぼ














































































び半値幅が一致する。これより2 34 eVと1 96eV発光
帯は,それぞれZnSのCu‐B発光とCu_G発光と等価な発
光帯であると考えられる。Aシリー ズのZn処理で生じる
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とがわかる。AシリーズのZn処理で生 じる 1 43eVと
1.29 eVはB J Bryant封)によりSe空孔による発光と提案さ
れている発光帯とピークエネルギー及び半値幅が一致し
ているが,1 28eV発光帯は,Se処理した試料でも生じ
















































孔を含むDAペァ発光であると提案し, K M Leeらt41も
ODMRの結果から2.00 eV発光帯は,CIを含むSA中心
すなわちCIとZn空孔の複合中心をアクセプターとする























































5。 結  論
Aシリーズの末処理 の試料は,2.61 eV,2 30eVと
1,96 eVの発光帯を生じBシリー ズの未処理の試料では,
2.53 eV,2 23eVと1.98 eV発光帯を生じる。2.61 eV
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